
Bölüm 14: Yarıiletken Yapılar 

Alıştırmalar 
 

 
14.1 Örgü sabitinin kompozisyonla doğrusal olarak değiştiği düşünülürse InxGa(1-x)As 

bileşeninin InP üzerinde kolaylıkla büyütülebilmesi için galyum yüzdesinin ne 
olması gerekir?  

 
Çözüm: 

 
Örgü sabitleri 
aInP= 
aInxGa1-x-As=? 
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aGaAs=5,6533 Å 
aInAs =6,0583 Å 
aInP=5.85 A 

 
y=mx+B doğrusal ilişkiden 

 
InxGa(1-x)As için  
5,85=mx+B 

 
x=0,53 olarak bulunur. 

 
14.2 Örgü sabitinin kompozisyonla doğrusal olarak değiştiği düşünülürse InxGa(1-x)As 

bileşeninin GaAs üzerinde kolaylıkla büyütülebilmesi için galyum yüzdesinin ne 
olması gerekir?  

 
Çözüm: 

 
Örgü sabitleri 
aInP= 
aInxGa1-x-As=? 

InAlAs InP
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aGaAs=5,6533 Å 
aInAs =6,0583 Å 

a(InxGa(1-x)As)=a(GaAs) + (aGaAs- aInAs)x 
 

a(InxGa1-xAs)=5,6533 + (0,4047)x  Å 
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14.3 InxGa(1-x)As bileşeninin InP üzerinde kolaylıkla büyütülebildiği bu komposizyon 

değeri ile yapılacak bir lazerin dalgaboyu nedir? 
 

Çözüm: 
 
InxGa(1-x)As bileşeninin InP üzerinde kolaylıkla büyütülebilmesi için galyum 
yüzdesinin ne olması gerekir? (5 puan) 

 
x=0,53 

Bu komposizyon değerindeki enerji 
 

Eg
InGAas(x)=1.425-(1.501)x+(0.436)x2  (eV) 
 

Eg=0.75 eV olarak bulunur. 
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14.4 Dalgaboyu λ=680 nm olan kırmızı ışık elde edebilmek için aktif bölgesi GaAs(1-x)Px 

bileşik yarıiletkenden oluşacak bir lazer için P ‘nin yüzdesi (x) nedir? 
 

Çözüm: 
 
b) GaAs1-xPx için bant aralığı (Eg) 293oK, x=0 ile 0,45 
 

Eg(GaAs1-xPx) = Eg(GaAs) + (0,848 eV)x 
 

1,82eV =1,43 eV+ (0,848eV)x 
x=0,46        
GaAs0,54P0,46 

 


